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Atzmischungen - Teil 2: Siliciumdioxid-Schichten, Optisches Verfahren

Inhalt Seite
0 ) 3
1 AnwWendungsbereiCh. ... ————————————————————————————_— 4
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o iiciieismsmssssssssississsssssssssssss s sssssss s s s s s s s s e s s s 4
3 BEGIIff@ o A 4
4 Kurzbeschreibung des Verfahrens ... 4
5 L) - 4
6 SIliCTUIM -SUDSEIAL ..ot e R AR R e RS 5
7 Zusammensetzung der AtZMISCHUNZEN ... sssssssssssssssssssssess 5
8 Einfliisse auf das MesSSergebIis ... 5
8.1 Struktur der SiliciumdioXidSChiCht ... ————————— 5
8.2 B 0= 101 0T G 01D 5
8.3 0 201 0] oD 5
9 Probenvorhereitung...... o s R 5
10 DUFChflINTUNEG .ot RS 5
11 2 X =) 11 7
12 Prazision des Verfahrens..... s ssssssssasssasass 7
13 o0 1 {013 L] oL, 8
Bilder

Bild1 — Versuchsaufbau zur Bestimmung der Atzrate von Atzmischungen aus
E DIN 50453-1:2023-02 ....ovevurcssssesesmsesmsssssssssssssssssssssssasssssssssssmasssssssssssss s ssasssssssssssssss s ssasssssssssssssnssasses 6



		2024-04-28T06:33:02+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




